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電気通信大学　平成17年度シラバス

授業科目名 半導体工学

英文授業科目名 Semiconductor Engineering

開講年度 2005年度 開講年次 ３年次

開講学期 ５学期 開講コース・課程 昼間コース

授業の方法 単位数 2

科目区分 専門科目-学科専門科目-選択科目

開講学科・専攻 電子工学科

担当教官名 内田　和男

居室 西３-４０５

公開E-Mail 授業関連Webページ

uchida@ee.uec.ac.jp 　

【主題および達成目標】

基礎電子デバイス（３学期）で学んだ半導体の基礎とデバイスの基本動作を、概略理解していることを前

提に、pn接合ダイオード、バイポーラ・トランジスタの基本動作、LSIに主として用いられている

MOSFETの動作原理を、その元になっている物理現象から出発して分かりやすく講義する。

【前もって履修しておくべき科目】

基礎電子デバイス　

【前もって履修しておくことが望ましい科目】

　

【教科書等】

教科書：筒井一生　著「よくわかる電子デバイス」オーム社

参考書：「半導体デバイス」電気学会

【授業内容とその進め方】

１　多数キャリアと少数キャリア

２　キャリアの注入と拡散

３　pn接合ダイオードの電流-電圧特性

４　バイポーラ・トランジスタの動作原理

５　MOSFETの動作原理と応用
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【成績評価方法及び評価基準(最低達成基準を含む)】

演習をできるだけ多く取り入れて行きたい。成績は演習レポート、出席、試験成績を総合的に考慮して行

う。

【オフィスアワー：授業相談】

適宜相談に応じるが、電子メールで事前にアポイントを取ること。

【学生へのメッセージ】

デバイスをブラックボックスとして見るのではなく、その動作を起こしている物理現象に立ち戻って理解

を深めることを身につけてほしい。

【その他】

　


